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技术背景

主要使用领域

本发明涉及硫化铜晶体的制备方法，特别涉及一种含有纳米孪晶结构的中空硫

化铜晶体的制备方法。硫化铜由于自身独特的光电性能，已经在太阳能电池、超导

体、纳米开关、光电转换器、气敏传感器等方面得到重要的应用。纳米孪晶的存在

会使得材料中存在内应力，对材料本身起到强化的作用，对材料的性能产生影响，

所以，含有孪晶结构的制备与特性研究已经成为材料研究领域研究的热点。

技术创新内容

现有技术中还没有一种能够实现方便快捷地制备尺寸均匀、形状规则、单分散

性良好且含有纳米孪晶结构的中空硫化铜晶体的制备方法。

为了克服上述现有技术的不足，本发明采用了一种低成本的、可控性和可操作

性良好的原位牺牲 Cu2O 模板法，制备出的产物尺寸均匀、单分散性良好。经过 X

射线衍射和透射电 子显微镜分析得知所得产物硫化铜为中空结构，并且含有纳米孪

晶结构。

摘要

一种含有纳米孪晶结构的中空硫化铜晶体的制备方法，包括以下步骤：配制

Na2S 和 NaOH 的混合 溶液、制 备 Cu2OCuxSy 核壳结 构晶体、 洗涤并干 燥

Cu2OCuxSy 核壳结构晶体、向纯净干燥的 Cu2OCuxSy 核壳结构中加去离子水并

搅拌得到 Cu2OCuxSy 均匀分布的核壳结构悬浮液、向 Cu2OCuxSy 均匀分布的核

壳结构悬浮液中加氨水并静置得到含有纳米孪晶结构的中空硫化铜晶体初级产物以

及洗涤并干燥含有纳米孪晶结构的中空硫化铜晶体初级产物得到含有纳米孪晶结构

的中空硫化铜晶体；本发明制备方法工艺简单，能够制备出单分散性好、尺寸均匀

的含有纳米孪晶结构的中空硫化铜晶体。


